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１．概要（Summary） 

金属膜と保護膜からなるMEMSデバイスにおいて、環

境試験を行うと抵抗値が経時的に変化することがある。抵

抗値の経時的な変化を起こさせないためには、保護膜の

カバレッジを良くし、金属膜を変化させないことが必要とな

る。金属膜の端に急峻な勾配がある場合、保護膜にクラッ

クが発生することがある(Fig. 1)。今回、東北大学ナノテ

ク融合技術支援センターの設備を利用して、同じ条件

でイオンミリング装置を使用した際の金属膜の端の

形状を調査した。 

 

Fig. 1 Image of transmission electron microscope. 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

使用設備：イオンミリング装置 

【実験方法】 

金属膜上にレジストパターンを形成したサンプルに対し

て 45度の角度でイオンミリングを行い、金属膜をエッチン

グした。加工条件を以下に示す。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

作製したデバイスの透過型電子顕微鏡による観察結果

を Fig. 2、Fig. 3に示す。同条件でイオンミリングを実施し

たところ、金属膜の端の形状が 43°と 47°となり、端の形

状によって保護膜のクラック発生に違いがみえた。 

 

Fig.2 Image of transmission electron microscope. 

 

 

Fig.3 Image of transmission electron microscope. 

 

４．その他・特記事項（Others） 

機器利用に際し、戸津先生、鈴木先生、森山先生をは

じめ、スタッフの方々から多くのご指導を賜りました。感謝

致します。 
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